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【背景】量子ドット赤外線検出器（QDIP：quantum dot infrared photodetectors）は、量子ドットにおける三次元方向

の量子閉じ込めにより高感度および高温動作が期待されている[1]。今回、高感度化・高温動作化に向けた構造と

して片側障壁層に着目し[2]、Al組成の異なる片側 AlGaAs 層を有する InAs/GaAs量子ドット赤外線検出器を作製

した。結果、片側 AlGaAs層の Al組成を高めることによる比検出能の向上を明らかにしたので報告する。 

【実験】サンプルは GaAs (100)半絶縁性基板上にMBE装置により作製した。基板上に GaAsバッファ層、GaAs下

部コンタクト層、5 層の InAs/GaAs 量子ドット層、Al 組成の異なる片側 AlGaAs 障壁層（Al=0, 20, 30%）を形成

し、最後にGaAs上部コンタクト層を形成することでサンプルを得た。量子ドットへは量子ドット面内密度（~5×1010 

cm-2）の 2倍で Siドーピングした。測定サンプルはウェットエッチングを用いて 200 μm角のメサ構造を形成し、

EB蒸着を用いて AuGeNi/Au上下電極を形成した後、基板研磨を行うことで作製した（Fig. 1）。比検出能測定はフ

ーリエ変換赤外分光光度計を用いて 77K の低温下で行った。サンプルをクライオスタット内に取り付け、バイア

ス電圧を印加しながら垂直入射することで動作させた。 

【結果】Fig. 2は暗電流の温度特性から得られた活性化エネルギーのバイアス依存性である。結果、Al組成の増大

に伴い、活性化エネルギーが大きくなる傾向を観察した。これは、GaAs層と片側 AlGaAs層間の伝導帯オフセッ

ト増大に起因すると考えられる。Fig. 3はピーク波長~6.1 μmにおける受光感度に対する比検出能（D*）をプロッ

トしたものである。結果、片側 AlGaAs層の Al組成を高めることで、同じ受光感度下における比検出能の増大が

得られた。これは、片側 AlGaAs層の導入に伴うノイズの低減に起因するものである。本結果は、高感度化・高温

動作化に向けた QDIP構造の最適化において重要な指針となることが期待される成果である。 
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